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Elektronikgeh3use mit infegriertem Warmeverteiler 

Die voriiegende Erfindung betrifft ein Elektronikgehause insbesondere ein 
ElektronikgehSuse fOr einen Meftumformer. 

Bei der Konzeption von elektronischen GerSten ist es wichtig, daU 
Temperaturspitzen weitgehend vermieden werden. urn die Zuverlassigkeit 
der elektronischen Schaltkreise zu gewShrleisten. Insbesondere In 
exploslonsgeschOtzten Anwendungen ist zu gewahrleisten. die Abwarme von 
elektronischen Bauelementen so abzufOhren, daB an keiner OberflSche 
eines Gerates, die ZQndtemperatur errelcht wird. 

Der Stand der Technik offenbart insbesondere drucktechnisch hergestellte 
Warmesenken auf Leiterplatten, wozu Kramer et al. Im Referat Nr. 144 der 
EPC Conference amil. November 1999 in MQnchen eInen Oberblick geben. 
Auf einer Leiterplatte gedruckte Warmepfade haben jedoch einen 
Fiachenbedarf, welcher die Integration elektrischer bzw. elektronischer 
Bauelemente auf der Leiterplatte beschrankt. 

Das europaische Patent Nr. 0 920 789 81 offenbart eine Warmesenke, 
welche eine im wesentlichen planare metallische Warmesenke aufweist, die 
zwischen zwei dQnnen Schlchten von elektrisch isolierender und thermisch 
leitender VerguBmasse mit geringem Abstand parallel zur Leiterplatte 
angeordnet ist. Die metallische Wamiesenke setzt sich In Ihrem Randbereich 
in einer warmeleitenden Zunge fort, welche aus der VerguBmasse 
herausgefQhrt wird und mit einer hinreichend groBen thermischen IVIasse 
verbunden ist, welche seitllch von der Leiterplatte angeordnet Ist, wodurch 
die Abwamie parallel zur Leiterplatte abgefDhrt wird. Zur festen Verankerung 
der metallischen Warmesenke in den dClnnen VerguBmasseschichten weist 
die metallische Warmesenke Poren auf. welche von der VerguBmasse 
durchdrungen werden. Die beschriebene Vorrichtung ist Insofern nachteilig, 
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als der Querschnitt der WSrmesenke senkrecht zur RIchtung des 
Warmeflusses sehr gering 1st und durch die Poren zusatzllch verringert wind. 
Zudem 1st die Konstruktion der warmeleitenden Zunge und deren AnschluR 
an die tliemiische Masse sehr aufWendig. 

Es ist daher die Aufigabe der vorliegenden Erfindung ein ElektronikgehSuse 
bereitzustellen, welches die beschriebenen Nachteile flbenwindet. 

Grundlage der erfindungsgemaUen LOsung ist die Erwagung daB es nicht 
darauf ankommt die uber eine GehSusewand abgegebene Warmemenge zu 
reduzieren, sondern nur darauf. die WSmie hinreichend homogen Qber die 
FiSche der Gehdusewand zu verteilen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaR geiast durch die Vonichtung gernSS des 
unabhSngigen Patentanspruchs 1. 

Die erfindungsgemaSe Vonichtung umfaBt ein Elektronlkgehause, welches 
einen Innenraum definiert; mindestens eine Leiterplatte. die in dem 
Innenraum angeordnet ist und zumindest auf einer ersten Oberflache mit 
elektronischen Bautellen bestQckt ist. wobei die erste Oberflache einer ersten 
Wand des Elektronikgehauses zugewandt und der Innenraum zumindest 
zwischen der ersten Oberflache der Leiterplatte und der ersten Wand mit 
einer VerguSmasse gefQIlt ist. wodurch Abwamne der elektronischen Bauteile 
zu der ersten Wand abgeleitet werden kann; wobei in der VerguBmasse 
zwischen der Leiterplatte und der ersten Wand ein flSchlger Wamieverteiter 
eingebettet ist, der mit seiner Vorderserte der ersten Wand und mit seiner 
RQckseite der Leiterplatte zugewandt ist, und der eine grSBere spezifische 
Wanneleitfahigkeit auiweist als die VerguBmasse, wodurch inhomogene 
Temperaturverteilungen entlang der Fiache der ersten Wand deutlich 
abgeschwacht werden. 
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Der Warmeverteiler kann beispielsweise efne dOnne Metallschicht, -folie, 
Oder -platte, beispielsweise aus Kupfer, sein. Die StSrke der Metallplatte 
ergibt sich fOr den Fachmann aus der zu verteilenden W§rmemenge. In den 
meisten Anwendungsfailen sind Starken von nicht mehr als etwa 1mm 
vorzugsweise nicht mehr als 0,4 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,05 
mm und 0,2 mm ausreichend. 

Der Warmeverteiler Qberdeckt vorzugsweise zumindest den FlSchenbereich 
der Leiterplatte in dem jene Bauelemente angeordnet sind. die wesentliche 
Anteile der auftretenden AbwSrme erzeugen. 

Sofem die Leiterplatte und die erste Gehausewand planar sind, ist ein 
planarer Wanneverteiler vorzuziehen, der parallel zur Leiterplatte und zur 
Gehausewand angeordnet Ist. Prinzipiell ist aufgrund des Vorteiles einer 
mOglichen deutllchen Oberfl§chenvergr6Serung auch eine 
Oberfiachenstrukturierung mit strahlf6miigen WellenzQgen sinnvoll. Sollte die 
Gehausewand eine W5lbung aufweisen, so kann der Warmeverteiler 
entweder planar oder gewQIbt sein. wobei der Grad der WQIbung 
vorzugsweise nicht starker ist als die Wolbung der Gehausewand. 

Als VerguBmasse wird derzeit Silgel bevorzugt. es sind aber auch andere 
VerguBmassen geeignet, die elektrisch isolierend sind und eine hinreichende 
Wamrieleitfahigkeit aufweisen. 

Das Elektronikgehause kann insbesondere das Gehause eines 
MeBumfomrjers sein, wie er beispielsweise In der industriellen 
ProzeBmeBtechnik zum Einsatz kommt. Besonders geeignet ist die 
Erfindung fOr Gehause in exploslonsgeschQtzten Anwendungen. da es hier 
zwingend erforderlich Ist, daB die Temperatur der gesamten 
Gehauseoberfiache unterhalb von kritischen Grenzwerten bleibt. 
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Weitere Vorteile und Geslchtspunkte der Erfindung ergeben sich aus den 
abhangigen AnsprUchen. der nachfolgenden Beschreibung elnes 
AusfQhrungsbeispiels und den Zeichnungen. 

Es zeigt: 

^'9- eine Schnittzeichnung durch ein erfindungsgemaUes 

Elektronikgehduse; und 

Fig. 2: die Temperaturvertellung an der OberflSche eines 

erfindungsgemaBen ElektronikgehSuses im Vergleich zu 
einem Elektronlkgehfluse nach dem Stand derTechnlk. 

Das in Fig. 1 gezelgte MeBumfomiergehause 1 umschlieBt einen Innenraum 
2 In dem eine Leiterplatte 4 parallel zu einer ersten Wand 3 des Gehauses 1 
angeordnet 1st. Die erste Wand kann belspielswelse die Stimflache eines 
zylindrlschen GehSuses 1 seln. Auf einer ersten Oberflache der Leiterplatte 
4, die der ersten Wand zugewandt ist. sind elektronische oder elektrische 
Bauelemente 5. 6 angeordnet, welche im Betrieb Abwarme erzeugen, die 
abzufQhren ist, urn ein Oberhitzen der elektronischen Bauteile 5, 6 zu 
vermeiden. 

Zu diesem Zweck ist der Innenraum 2 zumlndest In dem Abschnitt zwischen 
der Leiterplatte 4 und der ersten Wand 3 mit einer VerguBmasse 10, 
vorzugswelse Silgel, vergossen. In die VenguBmasse Ist ein Warmeverteiler 7 
eingebettet, der im wesentlichen parallel zur Leiterplatte 4 angeordnet Ist. Die 
Position des Wamieverteilers 7 beabstandet zur Leiterplatte und zur ereten 
Wand 3 ist bel dieser AusfQhrungsfomi durch Anschiage 9 definlert, an 
denen der Wanneverteller In selnem Randbereich aniiegt. 

Der Wamneverteiler 7 ist bevorzugt eine metallische Schicht. insbesondere 
eine metallische Folie oder Platte. Bel der derzeit bevorzugten 



EH0561-DE 
31.07.2002 



AusfOhrungsform wird eine Kupferplatte mit einer Starke von 0,2 mm 
eingesetzt. 

Die optionale Offnung 8 in dem Wamieverteiler 7 emrioglicht den Durchtritt 
5 der VerguBmasse, was die meclianische Verankemng des Wamrieverteilers 
7 verbessert. 

Die Wirkung des Wamrieverteilers wird nun anhand des Diagramms in Fig. 2 
erlSutert. welche schematiscli den Verlauf der Temperatur an der duUeren 
10 Oberfiache der GehSusewand 3 entlang einer LInie zeigt, deren Projektlon 
auf die Ebene der Leiterplatte Qber die elektronlschen Bauelemente 5, 6 
veriSuft. 

Die gestrichelte Linie zeigt den Temperaturverlauf ohne einen 
Wamneverteiler in der Vergufimasse und die durcligezogene LInie zeigt den 

15 Temperaturverlauf mit einem WSmieverteiler in der VerguBmasse. Durch 
den Wanneverteiler werden die lokalen Temperaturmaxima verbreitert, und 
die Spltzenwerte werden deutlich herabgesetzt, so dall kritische Grenzwerte 
deutlich unterschritten werden kOnnen. Auf die Angabe von Einhelten wurde 
verzichtet, da der exakte Verlauf der Temperaturlinle ohnehin von der 

20 Geometrie der jeweiligen Anordnung abhSngt. Als Richtwert kann 

die Spitzentemperatur von etwa 75*^0 auf 45° abgesenkt werden. 

Damit sind deutliche AbstSnde zu den kritischen Temperaturen 
25 exploslnsgefahrdeter Prozesse zu erzielen, die erbahte Sicherheltsreserven 
auch beim Oberhitzen von Bauteilen nach deren Ausfall ermdglichen. 
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PatentansprQche 

1. Vorrlchtung mit 

einem Elektronlkgehause (1) , welches einen Innenraum (2) definiert; 
mindestens einer Leiterplatte (4), die in dem Innenraum angeordnet ist 
und zumlndest auf einer ersten OberflSche mit elelctronischen Bauteilen 
(5. 6) bestUcl<t ist, wobei die erste Oberflache einer ersten Wand (3) 
des ElektronikgehSuses (1) zugewandt und der Innenraum (2) 
zumindest zwischen der ersten Oberflache der Leiterplatte (4) und der 
ersten Wand (3) mit einer VerguBmasse (10) gefOIlt ist, wodurch 
Abwarme der elelctronischen Bauteile (5, 6) zu der ersten Wand (3) 
abgeleitet werden kann; dadurch gekennzeichnet, dafi 
In der VerguBmasse zwischen der Leiterplatte (4) und der ersten Wand 
(5) ein fiachlger WSmieverteiler eingebettet ist, der mit seiner 
Vorderseite der ersten Wand (3) und mit seiner RQckseite der 
Leiterplatte (4) zugewandt ist, und der eine groBere spezifische 
Wamieleltfahlgkeit aufweist ale die VerguBmasse, wodurch 
inhomogene Temperatun/erteilungen entlang der Flache (3) der ersten 
Wand abgeschwacht werden. 



2. Vorrlchtung nach Anspruch 1, wobei der Warmeverteiler (7) eine 
metallische Oder keramische Schlcht, Folle umfaBt. 

3. Vorrlchtung nach Anspruch 2, wobei der WSnneverteiler Kupfer Oder 
Aluminiumnitrld aulweist. 



4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei der Warmeverteiler (7) eine 
Starke der Metallplatte oder Keramikplatte von nicht mehr als 1 mm 
bevorzugt nicht mehr als 0,4 mm, und besonders bevorzugt zwischen 
0,05 mm und 0,2 mm aufweist. 
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Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4 wobel der 
Warmeverteller (7) im wesentlichen planar ist. 

Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, wobei die erste Wand 
(3) gewOlbt ist, und wobei der Warmeverteiler (7) entweder planar oder 
gewOlbt ist, und der Grad der Weibung nicht starker ist als die Wolbung 
der Wand (3). 

Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4. wobei der 
Wamneverteiler ein Wellenmuster, Insbesondete ein strahlenformiges 
Wellenmuster aulweist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergenenden AnsprQche wobei die 
Vorrichtung ein MeBumfomier, insbesondere fQr explosionsgeschOtzte 
Anwendungen ist. 
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Zusammenfassung 



Ein Elektronikgehduse 1 mit einer Leiterplatte 4 in dem Innenraum 2 des 
Elektronikgehduses 1, welche zumindest auf einer ersten Oberflache mit 
elektronischen Bauteilen 5, 6 bestuckt ist, wobei die erste Oberflache einer 
ersten Wand 3 des Elektronikgehauses zugewandt und der Innenraum 
zumindest zwischen der ersten Oberflaciie der Leiterplatte 4 und der ersten 
Wand 3 mit einer warmeleitenden VerguRmasse 10 gefullt ist; umfaRt zur 
Venneidung von lokalen Oberhitzungen an der au&eren Geliauseoberflache 
in der Vergudmasse zwischen der Leiterplatte und der ersten Wand einen 
flachigen Warmeverteiler 7, der eine grSBere spezifische wamieleitfahigkeit 
aufweist als die VerguQmasse, wodurch inhomogene 
Temperatun^erteilungen entlang der FlSche der ersten Wand abgeschw§cht 
werden. 



(Fig. 1) 
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